POLPREVODNIKI in [ZOLATOR]JI

Slabo prevajajo, ker je valencni pas poln, prevodni pa prazen.
|zolativnost je posledica Paulijevega izkljuCitvenega nacela in energijske reze.
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|. Katere snovi uvrsCamo med polprevodnike?
Kateri so najbolj pomembni?
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pragmaticna definicija:
polprevodnik = izolator, ki mu lahko lastnosti spreminjamo z dopiranjem
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Properties of Semiconductor Materials

Melling
E, o T m,/m, m./m, Density  point
(V)  [em?/Nes)  fem?/Vas) (my,m) (mg, my) a (A) €, lg/em?) Q)
Si (/D) 111 1350 480 0.98,0.19 0.16,049 543 118 233 1415
Ge [i/D) 0.67 3900 1900 1.64, 0.082 0.04, 0.28 5.65 16 5.32 936
SiC () li/W) 2.86 500 — 0.6 1.0 3.08 10.2 3.21 2830
AP i/  2.45 80 - - 02,063 546 98 240 2000
AlAs i/ 216 1200 420 2.0 0.15,076 566 109 3.60 1740
AlSb /2 1.6 200 300 0.12 0.98 614 110 426 1080
GaP i/ 226 300 150 1.12,022 014,079 545 111 4.3 1467
GaAs [d/2) 1.43 8500 400 0.067 0.074,050 565 132 531 1238
GaN  [d/ZW 34 380 - 0.19 0.60 45 122 6.1 2530
GaSb 4/ 07 5000 1000 0.042 006,023 609 157  5.61 712
InP |4/ 1.35 4000 100 0.077 0.089, 0.85 5.87 124 479 1070
InAs 4/ 036 22600 200 0.023 0.025,0.41 606 146 567 943
InSb [d/2  0.18 105 1700 0.014 0.015,040 648 177 578 525
ZnS d/ZW) 3.6 180 10 0.28 - 5409 B89 409 1650*
ZnSe 4/ 27 600 28 0.14 0.60 5671 92 545 1100*
ZnTe 4/  2.25 530 100 0.18 0.65 6101 104  5.5] 1238*
Cds [d/W.2) 2.42 250 15 0.21 0.80 4137 B89 482 1475
CdSe W 173 800 - 0.13 0.45 430 102 58] 1258
Cdle [d/2 1.58 1050 100 0.10 0.37 6482 102 620 1098
PbS [ 0.37 575 200 0.22 0.29 5936 170 7.6 1119
PbSe li/H 027 1500 1500 - - 6147 236 873 1081
PbTe li/H 029 4000 4000 0.17 0.20 6.452 30 8.16 925
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Organski polprevodniki




2. K3aj je vrzel? Kaksen naboj ima? Kako se giba?




e
T electron kinetic energy "pada" na dno pasu
E,

| "vzpenja se" na vrg pasu
vy hole kinetic energy (kot mehurcek plina v vrCku pival)
O



3. Zakaj elektron in vrzel nastaneta v paru?
Kaj se zgodi z razliko energij ob rekombinaciji?

hole electron

Presezek energije: toplota ali (foton!).



4. Od Cesa je odvisna prevodnost polprevodnikov?
Kako lahko vplivamo nanjo?
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Gibljivost in prevodnost
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5. Kako dopirano polprevodnike?! Kaj s tem dosezemo!?
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Prednosti:

- poteka pri nizkih temperaturah -

- hitrost -

- natancno doziranje

- poljubna koncentracija dopantov Domet: nekaj |00nm

- enakomernost
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6. Iz katerih razlogov so materiali lahko izolatorski?

The Nobel Prize in Physics
1977

Philip Warren
Anderson Sir Nevill Francis John Hasbrouck van
Prize share: 1/3 Mott Vleck

Prize share: 1/3 Prize share: 1/3

The Nobel Prize in Physics 1977 was awarded jointly to Philip
Warren Anderson, Sir Nevill Francis Mott and John Hasbrouck van
Vleck "for their fundamental theoretical investigations of the
electronic structure of magnetic and disordered systems".
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Gauss-Bonnetov izrek

|
Fulerieva - X = Zjl'deK

karakterstika \

Gaussova ukrivljenost ploskve, K=1/R,R,

Sfera y=2 Torus =0






